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図１ パッケージ開封後のチップの概観写真
☆：測定箇所

図2 ゲートパッド下におけるSIMSデプスプロファイル
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概要

SiCパワーMOS FET（図１）において、ゲートパッド部下のSiC中にてドーパント元素であるAlの濃度分布
を素子表面側から及び裏面側からSIMSで評価しました（図２）。
分析を進める方向に関係なく深さ約0.5μm以降の分布もよく一致することから、Alの濃度分布の広がり
は測定起因でなく実際の元素分布を反映しているものと考えられます。
SiCなどの加工の難しい硬質基板でも、SSDP-SIMS分析が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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☆

SiC中Alのプロファイル形状は、分析方向に関係なく、よく一致しました。

SIMS分析は測定時の一次イオン照射により、表面原子の押し込み効果が発生します。これにより、本来
存在しないはずの領域に元素が検出されてしまう場合があります。
図2のプロファイルでは、深さ方向にAlのテールが広がっており、押し込み効果の影響が懸念されますが、

裏面からのSIMS分析（SSDP-SIMS）結果と重ね合わせたところよく一致しており、押し込みでテールが広
がっているのではなく、実際のAl分布を反映していることが確認できました。


